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※概要（Summary）： 

GaN 系化合物半導体は、発光ダイオード（LED）、レ

ーザダイオード（LD）等の発光素子用の材料、電子デバ

イス用素子として注目されている。現状サファイア基板上

に GaN 系化合物半導体成長させているが、様々な問題

を抱えており、GaN 自立基板が安価に、大量に生産され

ることが必要とされている。報告者は GaN 基板を製造す

る上で必要となる GaN のコアレッセンス条件の最適化を

目的とし、NPFの設備を利用して SEM観察を行った。 

 

※実験（Experimental）： 

サファイア基板上に剥離層を成長し、その上にGaNの

コアレッセンス条件を変更したサンプルを作成した。この

サンプルを FE-SEM で観察することによりコアレッセンス

状態を確認した。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

GaCl 流量を増量し、成長速度が上昇した分成長時間

を短縮したものを比較した。Fig.1 に標準条件で作成した

サンプルのSEM画像を、Fig.2に上記最適化を行ったサ

ンプルのSEM画像を示す。GaCl流量を増加した物の方

がコアレッセンス層の膜厚は薄いが、コアレッセンスが進

んでいることが確認できた。 

 

Fig.1 SEM image of standard sample. 

 

Fig.2 SEM image of optimized sample. 
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